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鉄系超伝導体[1]の一種である BaFe2As2（Ba122）は強力磁石等への応用が期待されている。Ba122

多結晶試料全体を流れる臨界電流は、組織欠陥や粒界等により制限されることが知られており[2]、

応用に向けては相純度と焼結密度の向上が重要である。本研究では、放電プラズマ焼結法（SPS）

により Kドープ Ba122多結晶バルクを合成し、焼結密度、相純度、微細組織、超伝導特性を評価

した。不活性雰囲気で満たしたグローブボックス内で、Ba0.6K0.4Fe2As2の組成で単体金属を秤量し、

ボールミル混合することで Ba122前駆体粉末を作製した[3]。前駆体粉末を内径 10 mmのグラファ

イトダイに充填し、50 MPaの圧力下において、+50℃/minの速度で 550℃まで昇温し、5, 30, 150 min

保持した後、室温まで冷却した。Fig. 1に、SPSバルク試料の、5 Kにおける臨界電流密度 Jcの外

部磁場依存性を示す。5 min保持した試料では Jcが< 103 A/cm2と低いが、長時間保持した 30, 150 

min試料では改善が見られた。とくに 30 min保持した試料では、自己磁場下で 105 A/cm2を上回る

高い Jc値が得られた。 
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Fig. 1.  Field dependence of Jc at 5 K for the samples sintered at 550℃ for 5, 30, and 150 min. 
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